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folgondM Angaben sind dan vom Anm ol d o r afngerafchtM Untariagen •ntnommati 

Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gesteitt 

(g> Verfahren zum Erzeugen einer Schutzabdeckung fur ein Bauelement 

(g) Bei eTnem VBrfahren zum Erzeugen einer Schutzabdek- 
kung fur ein Bauelement; bef dem ein Substrat 1102) vor- 
gesehen ist; welches das Bauelement umfesst, wird zu- 
nachst eine Oplerstrukturauf dem Substrat (102) erzeugt 
Die Opferstruktur bedeckt zumlndest einen Bereich des 
Substrata (102), welcher das Bauelement umfasst. An- 
8chlle(Send wIrd eine Polymarschlcht (106) abgeschfeden, 
die zumlndest eine Opferstruktur umfasst. Dann wird eine 
OfTnung (108) In der Polymerschlcht (106) gebildet^um el> 
nen Abschnltt der Opfarstruktur frefzulegen. Anschlle- 
Bend wlrd die Opferstmktur entfemt und die geblldeia 
Offhung (108) In der Polymerschlcht (106) wird verschlos- 
aen. 
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Bescfareibuiig 

[0001] Die vorlicgcodc Erfindung bcacht sicfa auf ein 
Vecfahrcn zum Erzcugen cidct Schutzabdeckung filr ein 
Bauelement, und insbesoodere auf die Erzeugung eaner 5 
Schutzabdeckung Rir BaueJemente. die Bereache enthalten, 
dmn Funktion durdi Spritzgu8s-<Jehausc bcdnti^tigt 
wOide, wie beispiclswdsc B AW-Filtw (BAW = Bidk Acou- 
stic Wave = akustische Vahunenweitle), RescxiataicQ, Senso- 
ren und/oderAktoTEn. Insbesoodere beadehtaich die voalie- 10 
goadc Erfindung auf ein \^afaien zum Breugen einer sol- 
chen Schutzabdcciamg filr die Bauelemeate auf ^Wer- 
Ebeoe. 

[0002] HerkonunlichBrweise werden BaueleoioitB auf 
und/oder in einem Substrai crzeugt, wobd nach 6er Fertig- 15 
stcUung des Bauelanents das SubsUrat, welches das Bauele- 
ment urofasst, in ednem Spritzguss-Gehause gescfaiitzt ange- 
ordnet wild, Bei dieser Ananinimg, ist das Substrat und das 
Bauelwnent zumindcst im Bereidi des Bauelcments voU- 
stfindig in das Material des Spritzguss-GchauscscingcbetteL 20 
Diese \fafgehensweise ist fUr Bauelemente nachteilhaft. de- 
ren Funklicm durch dieses Material beeintrachtigt wird, die 
also fUr cine OTdnungsgemfiBe Funktic«sahigteit eineo 
Frciraum bcootigcn, wie dies beispielswcisc bei den 6bcn 
cnv§hnten BAW-Filleni, Resooatoien, Senscxen und Akto- 25 
ren eifordexiicfa ist 

[0003] Ein Ansatz, dear im Stand dear Ifcchmk bckannt ist, 
um diese Ptoblematik mit Sprit^ss-Gchausen zu loscn, 
bestdit darin, ein "Gegensubstrat" vorzusehen, in das eine 
entsprechende Offiiung eingebracht ist, so dass beim 2u- 30 
sammoifugen des Bauclemcntsubstrats und des Gchause- 
Bubstrats der Hohlraum im Beicich des Bauclemaits in dem 
Baudementsubstrat angeoidDfit ist, so dass hier keine Be- 
eintrachtigung der Funktuxialitat des Bauelements mehr 
auflritL Auf Wafer-Ebene wird cntsprcchend dn Wafer mit 35 
dca entspcechenden Struktuioa fiir die Bauelemente eczeugt 
(Systemwafer), der niit einem zweiten \^er (Deckelwa- 
fer), der entsprechende Grubeo und Lticher aufweist, die 
beispielsweise dutch Atzen desselben h»:gestelU wutden, 
verbunden wind, beispielsweise duich emca B<»3d-M>rgang. 40 
Auf diese Art und Weise werden die Gruben des zw^ten 
Wafm Hohlraume fiber den empfindUchen Stzukturen des 
mien Wafers bilden, wobei dutch die Lacber im zwdtra 
WafCT die Anschlussstellcn (Kontaktpads) des crsten Wafers 
zugingUch sind. Hieidiirch werden die empfindUchen 45 
Stnikturen geschdttzt 

[0004] Altanativ zu den geradc bcschriebeneo Vbigc- 
faenswdsen kann auch ein KeramikgehSuse verwcndet wer- 
den. 

[0005] Der Nachteil der oben beschriebenen, bekannteo 50 
LSsungen zur Sicherstellung der Funktions^igkeit der 
Bauelemente bestcht darin« dass hier stets ein zweites Sub- 
strat bzw. ein zweater Wafer zu strukturieren ist, was eine 
von dem ersten Wafer getrermte Ptozessierung und Bearbei- 
tung erforderlich macht. Dies fuhrt zu ^er sehi aufweodi- 55 
gca GcsamtbcrstcUung und crhdht fcmer die Anfordeiuiigcn 
hinsicfatlich der crfonderlichen ProzessgenauigkeiL 
[0006] Ausgehend von diesem Stand der Ibchnik liegt der 
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugninde, ein vetein- 
fachtes ^rfahren zum Erzcugen einer Schutzabdeckung fOr 60 
Bauelemeote zu schaffen, welches auf einfache Art und 
Wease die Erzeugung einer Schutzabdeckung OTnoglicht, 
ohne dass eine getrennte Prcrzessierung weiteier \^fer und/ 
Oder Substrate afordcriich isL 

[0007] Diese Aufgabe wind durch ein \ferfahien gcmSB fis 
Anspruch 1 geldst 

[0008] Die vorliegende Erfindung schafft ein Vcrfahren 
zum Erzeugcn einer Schutzabdeckung ftir ein Bauelement, 



wobei ein Substrat vazgesefaeD ist, welches das BanelamBnt 
umfafist, wobd das VerfiEdiren folgende Schritte umfasst: 

(a) Erzcugen zumindest dner Opferstruktur auf dem 
Substrat, wobea die Opfetstzuktur zutmndest einen Be- 
reicb des Substrats bedeckt, welcher das Baudetnent 

umfasst; 

(b) Abschdden eincar Polymerschicht, die ™ninH#>st 
eine Opferstruktur umschlieBt; 

(c) BUden zumindest einer Offhung in der Mytner- 
Bchicht, um einen Abschnitt der Opferstruktur fieizule- 
gen; 

(d) Entfbmen der Opferstruktur; und 

(e) \brschlieBen der in der Polytnerschicht gebildeten 
Of&mng. 



[0009] Der vc^egenden Erfindung li^ die Erkenntnis 
zugninde, dass auf die im Stand dar Ibcfanik bekannte auf- 
WCTdige Art und Weise der Erzeugung von Schutzabdek- 
kungcn fOr Bauelemente verzichtet werdai kann, indem die 
Erzeugung der Schutzabdeckung in den "laufenden" Her- 
stellungsprozess ftir die Bauelemente einbezogen wirxl Der 
Hohlraum Qber einem empfindlichen Bereich eines Bauele- 
ments wild untcr VerwcDduog eines Opferschicfatprozcsscs 
und eines X^rsdibissprozesses mit verscMedeneo Mymer- 
materialien erzeugt Die Endfestigkeit dieses "on-chip" 
Deckels ist ausreichend groB, um cine weiterc Vuarbdtung 
in Standard Packaging- Vcrfahren, also Verfahrcn bei denen 
die Chips in GehMuse eingebradit w^den, zu verwenden. 
[0010] GemaB einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel 
der voiiegenden &findung, vwrd das ^^dungsgeouSe 
\fcrfahrai auf Wafer-Ebene angcwandt, um so auf einfache 
Art und Weise die Erzeugung dner Schulzabdeckung g©- 
mafi dem erfindungsgetnaBen \ferfahren fur dne \^e!zahl 
voa in dem Wafer gcbildetcn Bauclemcnten zu ermoglichen. 
[0011] BevOTzugte Weiteifaildungco der vorliegenden An- 
meldung sind in den Unteranspriichen definiert 
[0012] Nachfolgend werden anhand der beiUegenden 
Zeichnungen bevcrzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorlie- 
genden ^^ndung nahereriauterL Es zeigen: 
[(K)13] Fig^ 1 die Daistellung eines Bauelements mit 
Schutzdeckel, welches gem^ einem ersten Ausfuhrungs- 
beispiel da- voriiegeoden Erfindung heigestellt wurde; 
[0014] Ffe. 2A-2H die einzclnen HastcUungsschrittc des 
erfindungsgemafien A^arfahrens gemafi einem ersten Aus- 
fuhrungsbdspiel; und 

[0015] FJg. 3A-3C die HerstcUungsschriitc des crfii>- 
dungsgemaBen Vofahrcns gemafi einem zweiten Au^iih- 

nmgsbeispieL 

[0016] In der nachfolgenden Beschreibung der bevorzL^- 
Xen Ausfuhrungsbeispiele der vorliegeix5en B:findung wer- 
den fur die in den verschiedenen Zeichnungen daigestellteo, 
ahnlichen Elements gleiche Bezugszeichen verwendet. 
[0017] Anhand der 1 ist ein Element 100 gez^gt, 
wekhes gemaB einem Ausfuhrungsbdspiel der vorliegen- 
den Erfindung hcrgcstcUt wurde. 

[0018] Bei dem in Fig. 1 gezeigtcn Ausfiihrungsbeispiel 
ist ein Substrat t02 vorgesehen, welches einen Baiielemeot- 
bereich 104 umfasst In dem Bauelementbereich 104 des 
Substrats 102 ist das Bauelement gebildet, ftlr welches eine 
Schutzabdeckung gemaB dem erfindungsgemaBen Verfah- 
rcn zu erzeugeo ist Bei dem Bauelement kann es sich um 
ein voUstandig iimerhalb des Substrats 102 angeordnetes 
Bauelement handeln, odcr imi ein Bauelement wcldics leil- 
wcise an eino-Obcrflache des Substrats 102 fi:dIiegL Im Zu- 
sammenhang mit der vorliegerxien Erfiixlung ist der BegrifiT 
Substrat so zu verstehen, dass dieser beceits die fertig pio- 
zessicrten Bauelemente cnthaU, und zur Vcieinfachung der 
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Daistellung ist in deo Figuren lediglich schemadscb ein 
Baudementbcfcich aagedeutet, ohne auf die genauere 
Strukturder dnzelneo Baudemeote einzugchoi. Bd den ge- 
nannten Baueloneateo haoddt cs sich bdspidsweise um 
BAW-PiitBx; Resonatoren, Sensoran und/oder Aktocen. 5 
[0019] G^nfiB dcr vcvliegenden Erfindung wird zim&chst 
dne, in Fig. 1 nidit mdir zu sehende Opf erstruktur auf dem 
Substrat 102 aufgebiadiu die zumiodest den cmpfindlidiea 
Beidch des Baudenientbezdchs 104 bededst hat Erfin- 
dungigemfifi wurde ansdiliefierid dne Pdlymeisdncht 106 LO 
crzeugtp die die Opfostruktur zumindest umschliefit. In der 
Polymeischicht 106 wurde eine Ofibiung 108 gebildet, um 
einen Absdinitt der OpfeistnikUir teizulegen. Anschlie- 
Beod wuide die Opfeis^ktur entfenit, so dass sich der in 
Fig. 1 gezeigte Hohlraum HO tiber dem Bauelcmentbereidi 15 
1(M ergeben hat AbsdilieBend wurde die Ofihux^ 108 ver- 
adilosaen, bd dem in Fig. 1 daigesteUfiBn AusfUfaningsbei- 
ipiel diuch Aufbringen einer weiteren Pdymersdiicht 112 
auf der erstoi Polymersdiicht 106. 

[0020] Erfindungsgem^werden die im Stand der Tbcfanik ao 
auftreteoden IVobleme dadurdi gddst, dass auf cfie >ferwen- 
dung eines weiieieo Substrats bzw. eines weiteron Wafers 
verzichcet wird. Staudessen wird &bc Opfcxschidit bd- 
spielswdse dn photofitmkturietbarer Resist, auf dem Sub- 
stzat/dem "Wafer 102 aufgetragen und anschliefieod stniktu- 25 
ricct, so dass die Opferschidbl Isdiglich in den Bereidien, 
die spgtcr durch die Schutzabdedamg gesdiUtzt wcrden sol- 
len, zurOckbleibt Die Opfnsdiidit wild dann mit do: Poly- 
meischicht 106 iibezzogen, so dass die Opfersducht voU- 
atSndig damitbedeckt ist Haecbd ist daraufzu achten, dass 30 
dn gegebenenfaillfl fOr eine Stzukturienmg der Fdlymer- 
schidit eu^gesetztes Ldeuogsmittd <jde Opferschicbt oidit 
an- oder auflfist Femer ist die erste Polymeischicht 106 mit 
einer Dicke au&ubiingen, welche eine gioBe Endfestigkdt 
und HSrte aufweist Als Material fUr die Polymerschidit 3S 
kommt beispielswdse SU-8 der Firma MictoChem, USA in 
Betracht Vaizugswease betzagt die Dicke der aufgebrachten 
eratea Polymexscfaicht 106 weniger als 20 }mL I^e Palymer- 
schicbt wild dann stnikturicrt imd iXbcr der Opfenchidit mit 
cinigen LBchem 108 verseboi, so dass duicb diese Lficher 40 
hindurcfa die Opfoscfaacht au^elSst wezden kann. Im Zu- 
sammeohang mit der Aufl5suqg der Opfezschicbt ist jedoch 
sicherzustdleo, dass das faier verwendete LOsuqgsmittd das 
Material der Polymerschicbt weder anI6st nocfa ganz auflOst 
[0021] Gem93 dnem bevotzugten AusfOfanrngsbeispiel 4S 
der voriiegenden Eifindimg wetden ansdiliefiwid die sich 
crgebeodcD Strukturen, welche den dicken Schutzlack (Po- 
lymerschicfat) aufwciseo, getrocknet Sofem die entstande- 
nen Hnhlfftime 110 enqifindtich sinduod beim IVockenvoi^ 
gapg dazu ndgeo, anzukleben (sticking), so kann auch ein SO 
Trockenvcrfahien in cin em Dberkzitischen-PUnkt-'nockner 
gewShit wcrden (SCFD = Super CdticaL FdintDiyer). 
[0022] Wie bd dem in Fig. 1 daigesteliten AusfDhzungs- 
beispid wild dann die sich so eigebende Schutzstniktur mit 
der wdtecen Polymerschicbt 112 Qberzogeo, und gegebe- SS 
nenfeUs vollstSndig von dersclben cingeschlossca. Die Ma- 
terialien der ersten Polymerschicht uod der weitercn Poly- 
meiscfaicht kdnnen gldch sein. Die weitero Polymerschicht 
soUte ebenso als dicke Schicht aufgetiagen werden, vor- 
ziigswcise mit dner Dicke von weniger als 20 pm. Dies fio 
Btellt sichei; dass am Ende des Ptozesses die Schicfatfolge 
mit ausreichend groBer Harte und Eodfestigkeit voriiegt 
AbschlieBend erfolgt gemMB einem weiteten AusfUhrungs- 
bdspid eine Stnikturiemng der wdteren Fblymeischicht 
(VBKcfalussschichtX um Kootakt-Pads (Anschhis5fllU:hen) fis 
und, im Fall von "^^fent SQgelinieD frehoilegen. 
[0023] Ifinachtlich der Opfenchicht ist festzuhdten, dass 
diese im einfachsten Fall dn Photolack sdn kann. AUemativ 



kann die Opfeiscfaicht jedoch aucfa aus Metall, z. B. Kupfez; 
Titan^ Aluminium, oder aus dnem Qxid, beispidsweise Si- 
liziumdioTud (Si(^ gebildet sein. 

[0024] AUemativ zu der obcn be6chnd>enen M^schluss- 
tftchnik der LQcfaer 108 (siehe Fig. IXkannansteUederwd- 
toen Polymerschicht 112 auch eine auflamimeite, phoCo- 
struktunezfoare Folie verwcndet weidrau 
[0025] Gemfifi einem wdteren AusfUhrungsbeispid, kann 
der >ferschluss der Offiiungen ndttels Mstalipaste, z.B. 
duzch Siebdrack, erfblgen, was insbesondere in Kombina- 
tioQ mit Flip-Chip-Bumps (Bumps = KontakthOcker) vor- 
teilhaftist 

[0026] Nachfblgend wird anhand der Fig. 2 dn erstes, be- 
vc»zugtes Ausfilhrungsbdspid der vcxrliegenden Erfindung 
nSher beschrieben, bel dem eine Mdirzahl von Baudemen- 
ten auf einem Wafer mit einer Schutzabdeckung versehen 
werdui. Zur \fezBinfachung der DaisteLLung werden in Fig. 2 
lediglich die idevanten Schiitte zur Erzeugung der Schutz- 
abdeckung gezdgt, nicht jedoch die in dem ^fcr gebilde- 
ten Baudemente. FUr die nachfolgende Beschrdbung wird 
der Begriff "Wafer" unter anderem mit der Bedeutung ver- 
weodet, dass hier berdts alle erforderlichen Bauelemeote 
fertig prozessiert sind. 

[0027] In Fig. 2A ist der Wafer 114 gczeigt, der cine erste 
OberfiiSche 114a und eine zwdte Obo-flSche 114b, die der 
ersten OberflSche 1 14a gegentlberliegt, aufweist Auf der er- 
sten ObdHache 114a des Wafers 114 ist dne Opfersducht 
116 gebildet, beispielswdse aus einem Photolack, einem 
Metall oder einer Oxidschicht In einem exsten ^^ahrens- 
schiitt wild nun unter '^^rwendung dnerMaske 118 die Op- 
fersducht 116 bdichtet, wie dies durch die in Fig. 2A ge- 
zeigten Pfdle angedeutet ist Durch die Maske 118 werden 
di^enigea Beidch definiert, wdche nacfafolgend liber den 
en^yflndlichen Beieicheo des Wafers 114 verbleibeD soUen. 
Nachiblgead zu der Belicfatung wild die Opferschicbt 116 
struktunert, bdspidswdse dutch Entwickdn der Opfer- 
schicbt, so dass sich die in F^. dazgestelite Stniktur be- 
atebead aus dem Wafer 114 und bestebeod aus zwBi ober- 
halb der empfindlichen Berdche der Baudemente in dem 
Wafer angeordneten OpferstrukturHi 116a und 116b eiffibv 
Anschliefiend wird die so struktuiierte Opfeischicht 116 mit 
einer ersten Polymerschicht 106 tiberzogeo, indem <fiese auf 
die erste ObetftSche 114a sowie auf die Opferstrukturen 
I16a und 116b aul^ebiacht wird, wie dies in 2C gezdgt 
ist Mxzugsweiae wird <fie erste Polymeischicfat 106 mit d- 
ner Dicke von weniger als 20 ^aa auf dem Wafer 114 abge- 
Bchieden. 

[0028] In dnem nachfolgenden Scfaria (siebe Fig. 2D) 
wird unter ^^zwendung dner wdteren Maske 120 die Poly- 
merschicbt 106 beliditet Die Maske 120 definiett Berdche, 
in deaea sp^ter Offhungen in der etsten Pdlymerschicfat 106 
zu den Oipfmtruktuven 116a und 116b gebildet woden, imd 
femer werden durch die Maske 120 zusStzHcb Anschhissfla- 
chenbezdche sowie SSgeliniea fiir eine spStere \%idnze- 
lung des Wafers in Finadelemente defimeit Die durch die 
Maske 120 definLerten, Crdliegenden Berdche dcr Polymer- 
schicbt 106 werden durch die Belichtung vunetzt Die 
nicfat-vemetzten Becdche der Polytnerschicht 106 werden 
in einem nachfolgenden Entwicklurtgsschritt entfemt, so 
dass sich die in Fig. 28 gezdgte Stniktur ecgibt. Wie zu er- 
kennen ist, wurde die erste Polymerschicht 106 surukturiert 
so dass nun die Qfihiungen 108a gebildet sind, die einen Idl 
der Opferstniklur 116a fi:eilegen. Ebenso wurden die OS- 
nimgen 108b erzeugt wdche einen Tdl der Opferstniktur 
116b frdl^en. Zusfitzlich wurde euie Si^gdixue 122 ebenso 
wie dn Anschhissberdcfa 124 auf dem "^^er 114 frdgdegt 
Ober den AnscblussberBtcb 124 erfolgt sp&ter dne Kontak- 
tiening der in dem Wafer erzeugten Baudemente. 
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[0029] "Ober die in der Polyiiifirschicht 106 ozeugten L6- 
cbcT 108a und 108b wird die danintariicgcnde Opfostruklur 
116a bzw. 116b b«ausgcl6st, und so die in Fig. 2F daige- 
stellten Hohir^ume UOa, UOb eizcugL 
[0030] Um die Offimngen 108a und 108b zuverschlieBen, 
wird auf die in Kg, 2F daigesteUte Struktur ba dein daige- 
stellicn Ausfilhmngsbcispicl cane wdtcrc Pblymerschdciit 
112 abgcschicden, wic dies in Kg. 2 G gezeigt isL Die wei- 
tere I^^lymerschicht 112 ist bci dem gezeigten Ausfiihnmgs- 
beispiel aus dcm gleichen Material hej:gestellt wie die aste 
Polymcrschicht 106, kann jedoch bd anderaa Ausfuhnings- 
bcispiclcn auch durch cin an(ka:es Material gcbikJct scin. 
Wie zu eikeonen ist, wild durch das Aufbringen der weite- 
ren Polynifixsciiidit 112 ein Vsrschliiss der Of&iungeo 108a 
und 108b erreicht In cinem anschlieBcnden Schritt wild un- 
ter VowcDdung ciner dritten Madcc 126 die wdtoe Poly- 
mcrschicht 112 struktmiert, wobei die dritte Maske 126 die 
bereits der anhand der Fi^- 2E beschriebenen Anschlussb^ 
reichc 124 und SSgclinie 122 definiot. Die bdichtetei Be- 
reichc do* wdt«^n Polymerscbicht 112 werdco vernetzt, 
und die mcht-vem^zten Berdche werden in einem nachfol- 
genden Entwiddungssdiritt entfemt, so dass sich <fie in Fig. 
2H dargcstellte abschlieBende Struktur des Wafers crgibL 
[0031] In einem wcitereo, nicht daigestelllen Veifahrms- 
schritt kann der Wafer 114 dann auch noch vereinzdt wer- 
den, um so die Einzelelemente zu eizeugeo. Diese Einzel- 
clemente weiden dann kontakticart und in entsprecbcnden 
Oehausen ange<»dneL 

[0032] Hinsichtlich der oben beschriebenen Strukturie- 
rungsscfaiitte ist darauf hinzuweisai, dass beim Stnikturie- 
ren der ersteo Polymerschidit 106 das dort eingesctztc Uy 
sungsmittcl so gewahlt scin solltc, dass es zu keinra- An- 
bzw. Aufldsung des Materials der Opferschicht kammt 
Ebenso ist heim Entfemen der O^fetsdiicht sicherzustellen, 
dass das dort eingcsctzte Losungsmittel das Polymcnnate- 
rial dear ersten Polymerschidit 106 nicht an- oder auflOsL 
[0033] Nachfolgend wird anhand der Fig, 3 dn zwdtes 
Ausfuhrungsbeispid des erfirxkmgsgemaBCT V^ahzens an- 
hand der Herstellung eincr Schutzabdedcung filr cin Bauele- 
ment auf einem Substrat nSher criSuteit In Kg. 3 A ist cine 
Stniklur gezeigt, die sich nach dem Ofibra der eisten Rjly- 
memcfaicht e^gibt In F^. 3A ist ein Substat 102 gezdgt, in 
dem scfaematisch ein akdver Beidch 104 cines darin ange- 
OTdnctcn Bauelcments gezdgt ist Die C^ferschidit 116 ist 
aus Kupfer bezgesteltt und auf dner ersten Ober- 
fiSdjA 102a des Substrats angeocdnet, und Ctberdeckt den ak- 
tivcn Bodch 104 des in dem Substrat umfassten Baude- 
ments. Fcnxr ist cine Anschlussn^tallisieiung 126 auf der 
ersten Oberflache 102a des Substrats 102 gebild^ die hier 
vorzugswease aus dem gldchen Material- namlich Kt^sfbr 
(Cu), wic die Opfcrschicht/Opfeistruktur 116 gebildct ist 
Dies hat den \brtdl, dass duxch das Abschddcn und Struk- 
turieren eine Xupferschicht gldchzeirig die Opferstniktur 
116 und die Me^Uisienmg 126 gebiLdet werden, Auf der 
Anscfalusstnetallisierung 126 ist dne erste UBM 128a 
(UBM = Under Bump Mctallisicrung = Untcmictallisierung 
fllr das LotmatMial), z. B. aus Gold (Au), gebildct Femer ist 
auf dnem Abacfanitt der Opferschicht 116 eine zweite UBM 
12«b, z. B. aus Gold (Au), gebildct Die zweite UMB 128b 
erstieckt sich, wic m F(g. 3A gezeigt ist, von ciner dem Sub- 
strat 102 abgewandlcn Oberflache der Opferschidit 116 auf 
die crate Oberflache 102a des Substrats 102, Um ein spate- 
res Entfemen der Opferschicht 116 zu ennQglichen, wdst 
die zwdte UBM 128b cine Offnung 130 auf, welchc die Op^ 
ferscfaicht 116 frdlegt Wic feroer zu erkenneo ist, umfasst 
die ecste Polymenchicht 106 im Beceich der UBMs 128a 
und 128b Offiiungen 108a und 108b. 
[0034] In dnem nachfolgenden Verfahrensschritt wild die 
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Opferschicht 116 duich Anwendeo dnes Ldsungsmittela auf 
dieselbe entfernt, wobd lediglich die Opferschicht 116 auf- 
grund der Offnung 130 colfcmt wild, nicht jedoch die Mc- 
taUisiciung 126, welchc durdi die crstc UBM 128a ge- 
schatzt ist Die Offiiungen 108a und 108b weiden bei dem in 
Fig, 3 gezeigten Ausfiihruiigsbdspiel durch dne L&tpaste 
132a, 132b vcrschlossen, wic dies in Fig. 3B gezdgt ist in 
dca: auch der sich eigd>ezxile Hohhaum HO oberiialb des ak- 
tiven Berdchs 104 des Baudements des Substrats 102 ge- 
zeigt ist 

[0035] Fl^ 3C zeigt eine Aufeicht der in Fig. 3B gezeig- 
ten Stiuktur mid vcjxlcutllch iKx;hmals die dutch die Opfer- 
schicht 116 fidgelegten Bereiche. Genauer gesagt ist in Fig* 
3C der gestrichelt gezdgte Berdch deijenige, der duich die 
Opferschicht 116 fidgdegt wird, 
[0036] Ober die Ansdilttssc 128a und 128b erfblgt cine 
entspiechende Kontaktierung des Baueletnents in dem Sub- 
strat nach auBen, Die Lfitpaste kann beispielsweise durch 
das bekannte Reflow-Verfahren aufgebracht werden, nacb- 
20 don die Opferschicht freige&tzt wurde. 

[0037] Obwc^ oben bevomigte Ausfiihrungsbeispiele 
der vorliegenden afindung erlSutert wurdra, ist die voz^e- 
gcndc Mndung natOrlich nicht hierauf besdirSnkt 
[0038] Anstelle der besdmebaien Polymcrmaterialien 
25 k5nnen auch andere gedgnete Materialien wie beisjnels- 
weise abgesdriedene Schichten aus Siliziumnitrid, Stlidum- 
oxid, Metalle, Metallvcaibindungen. 
[0039] Die Dicke der aufgcbrachten Pdlymcrmaterial- 
schichten liegt voizugswdse zwiachen 1 pm und 100 ^m, 
30 Wdterhin vorzugsweise liegt die Dicke der aufgd>racfaten 
Polymermateriaischichten zwischen 1 ym und 20 um. 

Bezugszdchenliste 



35 



40 



45 



50 



65 



100 Element 
102 Substrat 
104 Baudementberdch 
106 Polymerschidit 
108, lOfia, 108b Offiiung 
HO, UOa, nOb Hohkaum 
112 wdtBie Polymerscbicht 
U4Wafer 

114a erste ObcaHSche des Wafers 

114b zwdte OberflSche des Wafers 

116 Opfiorscfaicht 

116a, 116b Opferstzuktur 

U8, 120 Maske 

122 Sagdinie 

124 Anschhissbereich 

126 An«c h1iiR RTnfi ta1li<^i ffning 

128a, 128b UBM 
I300!fi5iung 
132a, 132b Lotpaste 

Patentanspriiche 

1. V&rfahrenzumErzeugendnerSchutzabdcckungfiir 
dn Bauelement wobei ein Substrat (102; 114) vorgese- 
hen ist, welches das Baudem^t umfasst wobei das 
Verfahrcn folgende Schritte umfasst: 

(a) Erzcugen zumindest ciner Opferstruktur 
(116a, 116b) auf dem Substrat (102; 114), wobei 
die Opferstruktur (116a, 116b) zumind^t einen 
Berdch des Substrats (102; 114) bedeckt, welcher 
das Baudement umfasst; 

(b) Abschdden ciner Polymerscbicht 0^06), die 
zumindest die zumindest eine Opferstruktur 
(116a, 116b) umschlieBt; 
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(c) Bilden zummdest eaner (yfi&iung (108; 108a, 
108b) in der Polymeischicfat (106)« um einen Ab- 
scfanitt dcxOpferstruktur (116a, 116b) frdzulcgoi; 

(d) Entfonen der Opfeistniktur (11<^ 116b); und 

(e) ^^ischlLefien detr in der PolymBcscfaxcfal (106) 5 
gebildeten Ofi&xupg (108; 108a, lOSb). 

2. Verfahioi nach Anspruch 1, bei dem der Scfaritt (c) 
folgende Scfaritte umfasst: 

(c.l.) Beiichteo der Polymerschichi (106) luiter 
Verwendung eaner Maske (120), ucn vemetzte Be- LO 
rdcfae der Polymeischicht (106) zu ezzeugen, wo- 
bei die Maske (118) zumiodest cine Offiiung 
(108a, 108b) definiert; und 

(c.2.) Entfemen der nicht-vemetaleo Beieiche der 
Polymerschicht (106). ^ 

3. Verfahien nacfa Anspruch 1, bd dem die Schritte (b) 
und (c) folgende Schritte umfassen: 

(b.l.) Abscheiden der Fblymersdncht (106) auf 
daa Substrat (102; 114) und auf der Opferstruktur 
(116a, 116b); 20 
(c.l.) Beiichteo der Polynierschicht (106) unter 
^ferwendiing einer Maske (120), diecfie zumindest 
eine Offiiung (108; lOSa, 108b) m der Polymer- 
schicht (106) und eanen die Opferstcuktur (116a, 
116b) umgebenden Beceich der Pblymerscbicht 2S 
(106) definiert, wobei das Belichten der Polymer- 
schicht (106) vemetzte Bereicbe in d^ Polymer- 
schicht (106) CTzeugt; und 

(c.2) Entfemen der nicht-vem^^ten Beieiche der 
Polymeischicht (106). 

4. Verfahrra nach Anspruch 3, bd dem die Maske 
(120) fem^ einen ficiliegenden Anschlussbereich 
(124) flir das Bauelement defimeit, der duich das Ent- 
femen der mcht-vemetztcQ Berrache der Folymer- 
schicht (106) fneigel^ winL 

5. Verfahten nach eincm der Ans(»iiche 1 bis 4, bei 
dem der Scfaritt (a) folgende Schritte umfasst: 

(a.1.) AbscheideD einer Opfeischicfat (116) auf 
dem Substrat (102; 114); und 
(a.2.) Stnokturieien der abgescfaiedenen Opfer- 40 
schicht (116), um die zumindest eine Opfeistruk- 
tm'(116a, 116b) zu erfaallen. 

6. Verfahim nach einem der An^)niche 1 bis 5, bei 
dtm der Schritt (d) folgende Schritte um^isst: Atzen 
der Opfezsduktur (116a, IKO)) 45 

7. Vecfiahren nach einem der Anqprfkhe 1 bis 6, bei 
dem der Scfaritt (e) folgende Schritte innfasst: 

(e.1.) Aufbringen einer weiter«i Polymerscfaicht 
(112) auf der sich nach dem Scfaritt (d) ezgebenden 
Struktur; und SO 
(e.2.) Strukturierm der weiteren Polymerscbicht 
(112) doart, dass die wdtere Polymerschicht 
(112) die im Schritt (e) abgescfaiedeDe Polymer- 
schicht (106) bedeckt, wodurcfa die zumindest 
eine Offinmg (108a, 108b) in der ersten Polymer- SS 
schicht (106) duix;h das Mataial der zwdten Po- 
lymerschicht (112) verschlossen winL 

8. Verfahien nach Anspiuch 7, bei dem die Polymer- 
schicht (106) und die wdtere Polymsxschidit (112) aus 
dem gldchen Material bestehen. 0> 

9. Verfahien nach einem der AnsprOche 1 bis 6, bei 
dem der Schritt (e) das Auflamimeien und photolitho- 
graphiscbe Strukturieren einer PoUe auf der sich nach 
dem Sdiria (d) etgebeoden Struktur umfasst, um die 
zumindest eine Of!nimg zu veiscfalieBen. 6S 

10. Verfahien nach einem der An^nrttche 1 bis 6, bei 
dem der Schritt (e) das Veischliefien der OShung 
(108a. 108b) durcfa eine Metal4>a8te (132a, t32b) um- 
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fassL 

11. Verfahico nacfa einem der Anspittcbe 1 bis 10, bd 
dem die Opferstruktur (116a, 116b) aus dnem Material 
hogcstellt ist, das einen Fhctoladf; ein Metall oder dn 

Oiud umfasst 

12. \fei&hren nach einem der AnsprQche 1 bis 10, bd 
dem die Polymerschicht (106) aus SU-8 bestehL 

13. Vcrfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 12, bei 
dem das Bauelement ein BAW-Filter, ein Bescmatoi; 
dn Sensor oder ein Aktor ist 

14. Verfahien nach dnem der AnsinHche 1 bis 13, bei 
dem das Substrat ein Wafer (114) 1st, der dne Mehrzahl 
gleicher oder unteischiedlicfaer Bauelemente umfasst, 
wobd im Schritt (a) fur jedes der Bauelemente dn Op- 
ferstiuktur (116a, 116b) erzeugt wild, indem eine Op- 
ferschicfat (116) auf dem Wafer (114) aufgebracht und 
strukturieit wild, 

wobd im Schritt (b) und im Schritt (c) die Polymer- 
schicht (106) auf den Wafer (114) au^bracht und 
strukturiert wiid, um fUr jedes Bauelement zumindest 
eine Offiiung (108a, 108b) zu schaffen, 
wobd im Schritt (cQ alls (}pfiBrstniktuiBo (114a, 114b) 
cntfemt weiden, und 

wobd im Scfaritt (e) die Offinn^gen (108a, 108b) ycr- 
schlossen weiden. 

15. Verfahien nach Anspiuch 14, bei dem der Wafer 
(114) abschlieSend in einzelne Hemente zcrteilt wild. 

16. Verfahreo nach Anspruch 14 oder 15, bei dem das 
Strukturieren der Polymerschicht (106) die Festlegung 
von IVennlimen (126) auf dem Wafer (114) umfasst 

17. Vcrfahren nach dnem der AnsprQche 1 bis 16, bei 
dem die sich nach dem Scfaritt (d) eigebende Stiuktur 
vex* dem Schritt (e) getrocknet wird. 
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